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3 voies



Transfert par lift métallique



PMMA

SUBSTRAT

SUBSTRAT
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Si.1.3000.R24.AA.UV(20).ArO2(25).D147

.Ar(15).O2(60)                                                     .CF4(8)
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Transfert utilisant un masque dur 
métallique
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Recuit 

T = 170°C

t = 3h
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Si.1.2500.R24.AA.D3.R3.AA.Ar(8
0).ArO2(15).HBrCl2(10)

Si.1.2500.R24.D3.uv(20).AA.ArO2
(25).CF4(8)
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Transfert direct



Transfert direct

Si.1.2400.R24.UV(1h30).ArO2(15).CF4(6)
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Principe
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Ca.1.2500.R24.UV(20).AA.ArO2(15).CF4(6)…….

Succession de gravure plasma

Transfert des motifs dans le substrat sous-jacent 
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graphoépitaxie
•Transfert vers un substrat SiO2

Bilan
Nanofils Silicium orientés


